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Bezeichnung

VERFAHREN ZUR LOKALEN HOCHDOTIERUNG UND KONTAKTIERUNG EINER

HALBLEITERSTRUKTUR, WELCHE EINE SOLARZELLE ODER EINE VORSTUFE EINER SOLARZELLE IST

Figur 2

(57) Abstract: The invention relates to a method for local high-doping and
contacting of a semiconductor structure which is a solar cell or a precursor

of a solar cell and has a silicon semiconductor substrate (1) of a base doping
type. The high-doping and contacting is effected by producing a plurality of

local high-doping regions of the base doping type in the semiconductor
substrate (1) on a contacting side (1a) of the semiconductor substrate and
applying a metal contacting layer (7) to the contacting side (la) or, if
applicable, one or more intermediate layers wholly or partially covering the
contacting side (la), to form electrically conductive connections between
the metal contacting layer (7) and the semiconductor substrate (1) at the
high doping regions.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur lokalen
Hochdotierung und Kontaktierung einer Halbleiterstruktur, welche eine
Solarzelle oder eine Vorstufe einer Solarzelle ist und ein Silizium-
Halbleitersubstrat (1) eines
Hochdotierung und Kontaktierung erfolgt durch Erzeugen mehrerer lokaler
Hochdotierungsbereiche des Basisdotierungstyps in dem Halbleitersubstrat
(1) an einer Kontaktierungsseite (1a)

Basisdotierungstyps umfasst, wobei die
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des Halbleitersubstrates und Autbringen einer metallischen Kontaktierungsschicht (7) auf die Kontaktierungsseite (la) oder
gegebenentalls eine oder mehrere die Kontaktierungsseite (la) ganz oder teilweise bedeckende Zwischenschichten, zur
Ausbildung elektrisch leitender Verbindungen zwischen der metallischen Kontaktierungsschicht (7) und dem Halbleitersubstrat
(1) an den Hochdotierungsbereichen.



